                      Приложение № 2             
	к протоколу заседания конкурсной комиссии Роснауки по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы

от 19 апреля 2010 года   № 5


	Условия исполнения контракта, предложенные участниками 


	№ п/п
	Регистрационный номер заявки 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Квалификация участника 
	Цена контракта, млн. рублей 
	Сроки выполнения работ 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке 

	Лот № 1, шифр 2010-ЭКБР-60-004.  «Развитие  базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: встроенных интегральных антенных элементов для диапазонов

 частот 5 ГГц, 10-12 ГГц» 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 10,0 млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-004-01  
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 


	8,0
	05. 2010 - 15.11.2011
	Будут разработаны монолитные интегральные схемы для диапазонов частот 5 и 10-12 ГГц  на основе PHEMT транзисторов, включающие в себя антенный элемент и малошумящий усилитель. 

Предполагается провести схемотехническое и топологическое проектирование изделий, изготовить  фотошаблоны; отработать  технологии изготовления СВЧ монолитных интегральных схем, включающих PHEMT транзисторы с затворами длинной 0,15 мкм, тонкопленочные резисторы, МДМ-конденсаторы, сквозные металлизированные отверстия в подложке, антенные элементы; а также провести корректировку фотошаблонов, технологического маршрута, изготовить макетные образцы ИААЭ со встроенным МШУ, разработать методику измерения макетных образцов и провести  исследование их характеристик.

	2
	2010-ЭКБР-60-004-12


	Учреждение Российской академии наук Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН


	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 


	8,0
	05. 2010 - 15.11.2011
	В результате выполнения работы будут получены лабораторная технология изготовления макетных образцов ИААЭ со встроенным интегральным малошумящим усилителем (МШУ) для диапазонов частот 5 ГГц и 10÷12(ГГц с использованием рНЕМТ гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs на подложках GaAs; эскизная конструкторская документация на макет ИААЭ со встроенным МШУ для диапазонов частот 5 ГГц и 10÷12(ГГцж; комплект рабочих фотошаблонов для изготовления макетных образцов ИААЭ со встроенным МШУ; методика измерения СВЧ характеристик макета ИААЭ со встроенным МШУ для диапазонов частот 5 ГГц и 10÷12(ГГц; макетные образцы ИААЭ со встроенным МШУ в бескорпусном исполнении для диапазонов частот 5 ГГц и 10÷12(ГГц; протоколы исследования СВЧ характеристик макета ИААЭ со встроенным МШУ для диапазонов частот 5 ГГц и 10÷12(ГГц. Разрабатываемые базовая технология изготовления ИААЭ для диапазонов частот 5(ГГц и 10÷12(ГГц и макетные образцы ИААЭ со встроенным МШУ будут обеспечивать:  максимальное использование технологических операций, применяемых в стандартных технологиях изготовления МИС на базе рНЕМТ гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs для изготовления ИААЭ; возможность применения требований стандартизации и унификации к разрабатываемому базовому технологическому процессу изготовления ИААЭ. Результаты работы в перспективе должны обеспечить промышленное производство ИААЭ, обладающих миниатюрными размерами и конкурентной ценой на отечественном рынке микроэлектронных компонентов. Макетные образцы ИААЭ со встроенным МШУ для диапазонов частот 5(ГГц и 10÷12(ГГц должны иметь следующие параметры и  СВЧ характеристики:

- напряжение питания,  В.… 1,5(2,5;

- потребляемая мощность, мВт … не более 300;

- рабочий диапазон частот, ГГц
- 5 ГГц, 10÷12 ГГц;

- коэффициент усиления Кр встроенного МШУ, дБ – не менее 16;

- коэффициент шума Кш встроенного МШУ, дБ – не более 2;

- входной и выходной КСВ встроенного МШУ - не более 1.5;

- габаритные размеры пассивного антенного элемента, мм2 – не более 6х6;

- диаграмма направленности антенного элемента -
кардиоида;

- габаритные размер ИААЭ со встроенным МШУ и контактными площадками для подачи питания и соединения с выходной сигнальной шиной,  мм3 – не более 10х10х0,6.

По результатам научно-исследовательской работы  будет  разработан проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по разработке конструкции и освоению производства малогабаритных устройств передачи данных на основе ИААЭ.


	Лот № 2, шифр 2010-ЭКБР-60-005. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов, включая биосенсоры»
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 11,0  млн. рублей.

	

	1 
	2010-ЭКБР-60-005-02  
	Федеральное государственное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» Московского государственного института электронной техники
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	8,8 
	05. 2010- 15.11.2011
	Разрабатываемый лабораторный образец профилированного магниторезистивного микрочипа должен иметь массив чувствительных элементов на основе тонкопленочных наноструктур со следующими характеристиками: крутизна преобразования чувствительного элемента – не менее 150 В/Тл;  входное сопротивление чувствительного элемента – не менее 100 Ом;  количество элементов в массиве, шт. – не менее 4;  габаритные размеры,  - не более 10(10(0,5 ; мм. Макет биосенсорного устройства регистрации магнитных меток должен иметь следующие характеристики:  напряжение питания, не более 50 В;  потребляемая мощность не более 100 Вт ;  величина магнитной индукции. не менее 30 мТл;  габаритные размеры не более 350×150×100 мм. 
В ходе работ предполагается провести теоретическое исследование современных способов изготовления магниторезистивных микрочипов и биосенсорных устройств на его основе для регистрации магнитных меток при анализе биоматериалов (белков, нуклеиновых кислот, низкомолекулярных биологически-активных соединений); экспериментальное исследование способов изготовления магниторезистивных микрочипов для регистрации магнитных меток; разработать конструкцию и технологию изготовления лабораторных образцов профилированного магниторезистивного микрочипа на основе кремния с двумя совмещенными областями для биохимического преобразования и массива высокочувствительных преобразователей магнитного поля, изготовить лабораторные образцы профилированного магниторезистивного микрочипа на основе кремния с двумя совмещенными областями для биохимического преобразования и массива высокочувствительных преобразователей магнитного поля, а также провести разработку методики измерения электрофизических характеристик лабораторных образцов профилированного магниторезистивного микрочипа; обеспечить создание оснастки для макета стенда измерения электрофизических характеристик лабораторных образцов профилированного магниторезистивного микрочипа; предполагается создать макет биосенсорного устройства регистрации магнитных меток, содержащего профилированный магниторезистивный микрочип, интегрированный в интерфейсную плату, и источник магнитного поля, провести разработку методики анализа биоматериалов с использованием биореагентов, маркированных магнитными метками. Одновременно предполагается разработать маршрутную карту на базовую технологию изготовления профилированного магниторезистивного микрочипа, эскизную конструкторскую документацию на профилированный магниторезистивный микрочип для биосенсорного устройства регистрации магнитных меток; разработать методику анализа биоматериалов с использованием биореагентов, маркированных магнитными метками и макета биосенсорного устройства и исследовать электрофизические характеристики  лабораторных образцов профилированного магниторезистивного микрочипа,  провести анализ биоматериалов на макете биосенсорного устройства.

	Лот № 3, шифр 2010-ЭКБР-60-006. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: сенсоров на основе магнито-электрических материалов»
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 11,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-006-11 
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	9,0
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе работ будут разрабатываться микроэлектронные сенсоры на основе тонкоплёночных магниторезистивных структур, проведен расчёт и топологическое проектирование тонкоплёночной структуры, изготовление фотошаблонов; также будут проведены работы по созданию тонкоплёночных структур, отработаны технологии изготовления оммических контактов к ним, включая сквозные металлизированные отверстия в подложке, разработаны технологии создания планарных катушек подмагничивания; а также проведена разработка установки для изучения характеристик МЭС, проведена корректировка фотошаблонов и корректировка технологического маршрута, изготовлены макетных образцов МЭС, разработана методика измерения макетных образцов и проведено исследование их характеристик.

	2
	2010-ЭКБР-60-006-08
	Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

	7,7
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будет проведен выбор и обоснование конструктивно-технологических методов создания  преобразователей магнитного поля, разработана конструкция и топология преобразователей с чётной и нечётной вольт-эрстедной характеристикой, разработаны математические модели преобразователей магнитного поля, проведена отработка технологического процесса напыления МРС и исследованы их  магнитные параметры; далее будет проведена доработка макета стенда контроля магнитных параметров МРС, разработка блок-схем базовых технологий изготовления  кристаллов МРС, изготовление лабораторных образцов кристаллов МРС и макетов преобразователей и проведен анализ работоспособности преобразователей;  также будет проведено исследование лабораторных образцов кристаллов МРС и макетов преобразователей, разработаны маршрутные карты на каждый тип кристалла, эскизная конструкторской документации на кристаллы МРС и методика измерения характеристик  преобразователей.


	Лот № 4, шифр  2010-ЭКБР-60-007. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур (термокаталитические газовые сенсоры)»

 Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 11,0  млн. рублей.

	1 
	2010-ЭКБР-60-007-03
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МАТИ» - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	9,0
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе  выполнения работ будут разработаны базовые микроэлектронные технологии  производства 2D  сенсоров; методики обработки полезного сигнала сенсоров; исследованы  режимы быстрого термосканирования  сенсоров и разработаны методики селективного определения концентрации пожаро- и взрывоопасных газов, позволяющие анализировать состав и концентрацию газов при сканировании температуры чувствительного элемента.; разработаны автономные, беспроводные газовые датчики для контроля пожаро- и взрывобезопасности  и  исследованы его характеристик;  разработаны алгоритмы цифровой обработки сигналов сенсоров и передачи полученной информации по радиоканалу с использованием протокола Zigbee, включая выход на сети стандартов GSM и Ethernet, с целью оперативного информирования соответствующих служб при возникновении чрезвычайных ситуаций; разработаны принципы управления исполнительными устройствами: газовыми клапанами, электрическими коммутационными устройствами и другими.
В состав  разрабатываемой  научно-технической продукции входят лабораторные образцы:   микромощных чувствительных элементов, состоящих из мембраны с нанесенными электродами и чувствительным слоем (в количестве не менее 25 штук),   термокаталитических сенсоров, состоящих из чувствительного элемента, корпуса и системы токовводов); автономных беспроводных датчиков для мониторинга  пожаро- и взрывооопасных газов, состоящих из сенсора, системы приема, передачи и обработки информации с источником питания; а также эскизная конструкторская документация на микромощный термокаталитический газовый сенсор; эскизная конструкторская документация на автономный беспроводной газовый датчик; методика измерения параметров микромощного термокаталитического газового сенсора; протоколы исследования параметров микромощного термокаталитического газового сенсора; алгоритмы обработки сигнала сенсоров и передачи  данных по беспроводным сетям включая выход в GSM сети операторов мобильной связи и локальной сети стандарта Ethernet; программное обеспечение для отображения состояния сенсоров, данных о составе окружающей среды, самой сенсорной сети  и служебной информации, работающие на базе операционной системы Windows для ПК,  проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по разработке конструкции и освоению производства микромощного термокаталитического газового сенсора. В результате выполненной работы будет разработан и изготовлен экспериментальный прототип беспроводной сенсорной системы непрерывного мониторинга массовых выбросов вредных веществ в атмосферу. 


	2
	2010-ЭКБР-60-007-14
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	5,7
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе работ будет разработана конструкция и изготовлены чувствительный и сравнительный элементы микромощного термокаталитического газового сенсора, будет разработан технологический процесс формирования элементов микромощного термокаталитического газового сенсора на основе  совокупности технологических процессов микроэлектроники и нано- и микросистемной техники.  В состав  разрабатываемой научно-технической продукции входят  результаты научных и экспериментальных исследований по отработке современных технологий изготовления 
микромощного чувствительного элемента термокаталитического  газового сенсора на основе свободновисящих сверхтонких нанопористых керамических мембран из оксида алюминия, заполненных катализатором, маршрутная карта на технологию изготовления микромощного чувствительного элемента термокаталитического газового сенсора с использованием технологии оксидирования алюминия для формирования сверхтонкой мембраны, а также  технологического процесса формирования микронагревателя на мембране из оксида алюминия и технологии заполнения нанопор катализатором. Будут изготовлены лабораторные образцы  микромощных чувствительных элементов, состоящих из мембраны с нанесенными электродами и чувствительным слоем;  термокаталитических сенсоров, состоящих из чувствительного элемента, корпуса и системы токовводов;  автономных беспроводных датчиков для мониторинга  пожаро- и взрывооопасных газов, состоящих из сенсора, системы приема, передачи и обработки информации с источником питания, а также разработана эскизная конструкторская документация на микромощный термокаталитический газовый сенсор,  эскизная конструкторская документация на автономный беспроводной газовый датчик; методика измерения параметров микромощного термокаталитического газового сенсора и  исследованы параметры микромощного термокаталитического газового сенсора.



	Лот № 5, шифр 2010-ЭКБР-60-008. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле (16 разрядный микропроцессор 

с интегральной флеш-памятью)» 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 10,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-008-04 
	Общество с ограниченной ответственностью «СиЛаб»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 


	6,5
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе работ будет проведена разработка архитектурных решений системы на кристалле 16 разрядного низкопотребляющего микропроцессора с интегрированной флеш-памятью; маршрута и методики проектирования  низкопотребляющего 16 разрядного микропроцессора с интегрированной флеш-памятью класса система на кристалле; функциональных поведенческих моделей микропроцессора и их верификация; разработка моделей схемотехнического уровня аналоговых узлов   микропроцессора; разработка топологии системы на кристалле микропроцессора по субмикронным нормам,  комплекта конструкторской и технологической документации, а также будут изготовлены макетные образцы. Также будет разработан комплект КД и изготовлен тестовый стенд для измерения характеристик микропроцессора, проведено исследование макетных образцов микропроцессора., проведена разработка интегрированной среды разработки и отладки прикладных программ изкопотребляющего микропроцессора.  

	2
	2010-ЭКБР-60-008-09
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	9,0
	05. 2010- 15.11.2011
	В результате выполнения работ будут разработаны1. Маршрут и методика проектирования низкопотребляющего 16 разрядного микропроцессора с интегрированной флеш-памятью (далее – микропроцессор) класса «система на кристалле», топология макетного образца микропроцессора класса «система на кристалле», макетные образцы микропроцессора класса «система на кристалле» и результаты их экспериментальных исследований, средства разработки программного обеспечения – интегрированная среда разработки и отладки прикладных программ с графическим интерфейсом (для ОС Windows XP). Выполнение НИР будет осуществляться с использованием современных средств автоматизированного проектирования фирм Cadence и Synopsys и привлечением ведущих специалистов Центра формирования компетенций (ЦФК) «Проектирование ЭКБ и систем на кристалле» МИЭТ. Основные технические характеристики микропроцессора: макетный образец микропроцессора класса «система на кристалле» должен быть построен на базе патентно-чистого стекового
16 разрядного ядра отечественной разработки, система команд и архитектура ядра должна быть оптимизирована для минимального энергопотребления с сохранением необходимых функций для универсальных микропроцессоров, Состав функциональных узлов макетного образца микропроцессора класса «система на кристалле» должен включать: 16 разрядное микропроцессорное ядро; 16 разрядное ОЗУ 256*16; 16 разрядное ПЗУ 256*16; 16 разрядную электрически перепрограммируемую память 4К*16 (типа Flash); интерфейс SPI; интерфейс UART; интерфейс I2C; параллельный 16 разрядный порт обмена данными; часы реального времени с будильником; таймер с выходом ШИМ; два 16 разрядных таймера общего назначения; генератор тактового сигнала до 10 МГц с кварцевой стабилизацией; высокочастотный RC генератор тактового сигнала с программной настройкой частоты; сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь 16 бит со встроенным датчиком опорного напряжения; датчик температуры; площадь кристалла макетного образца микропроцессора будет не более 7 мм.2


	Лот № 6, шифр 2010-ЭКБР-60-009. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле в том числе в гетероинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспроводной сборки с применением технологии матричных жестких выводов»
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 10,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-009-10
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 


	9,0
	05. 2010- 15.11.2011
	Будет разработана технология беспроводной сборки МКМ с применением технологии матричных жестких выводов, включающая ормирование на поверхности пластины кремния полиимидной пленки для межслойной изоляции, скрытие в полиимидной пленке областей, соответствующих контактным площадкам кристалла и напыление пленки алюминия на поверхность пластины;  формирование методом фотолитографии на пленке алюминия токопроводящих элементов;  нанесение на пластину кремния второго слоя полиимида и вскрытие в нём областей, соответствующих расположению матрице шариковых выводов;формирование матрицы шариковых выводов на поверхности пластины; сборка методом пайки.

Возможности технологии будут подтверждены изготовлением системы на кристалле с параметрами: напряжение питания: 3 - 6 В;  ток потребления: 0,4 - 2,5 мА;  возможность самодиагностики;  нелинейность: 0,2 – 2,5%;  чувствительность: 200-1000 мВ/g;  диапазон ускорений:  ± 2 - 10g (в зависимости от требуемой чувствительности);  диапазон частот: 0 - 1000 Гц;  резонансная частота: 1 - 10 Гц;  диапазон рабочих температур: от -40 до +85°С.

	2
	2010-ЭКБР-60-009-15
	Учреждение Российской академии наук Институт  проблем проектирования в микроэлектронике РАН
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 


	6,6
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ буде разработан маршрут проектирования кристаллов инерциальной микросистемы, включающий моделирование микромеханических сенсорных элементов с возможностью расчета прочности, реакции на внешние воздействия и расчета геометрической и физической нелинейности при составлении твердотельной модели сенсора, совместимой с форматами, используемыми в современных САПР; маршрут проектирования исполнительных элементов, включающий схемотехническое моделирование и разработку топологии,  интегрированный в современные маршруты проектирования ведущих производителей САПР по следующим аспектам: электрические и физические правила проектирования, Spice-параметры и модели элементов, библиотека технологических файлов. Разрабатываемая технология изготовления СнК с сенсорными элементами и схемами интеллектуальной обработки информации предназначена для создания инерциальных датчиков, применяемых в автомобилестроении, авиации, космической техники (динамическое управление движением, антиблокировочные системы торможения, круиз-контроль, датчики переворота и другие системы безопасности).  Экспериментальные образцы акселерометра двух типов (для разных диапазонов ускорения), будут иметь  следующем характеристики: напряжение питания: 3 - 6 В; ток потребления: 0,4 - 2,5 мА; возможность самодиагностики; нелинейность: 0,2 – 2,5%; чувствительность: 200-1000 мВ/g; диапазон ускорений:  ± 2 - 10g (в зависимости от требуемой чувствительности); диапазон частот: 0 - 1000 Гц; резонансная частота: 1 - 10 Гц; диапазон рабочих температур: от -40 до +85°С.

	Лот № 7, шифр 2010-ЭКБР-60-010. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле  (для устройств дистанционного управления)» 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 10,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-010-06 
	Общество с ограниченной ответственностью «СиЛаб»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	6,5
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будет проведена разработка базовых архитектурных
решений СнК ДУ, алгоритмов изменения конфигурации базовой СнК ДУ, методов 
снижения потребляемой мощности систем на кристалле, функциональных моделей на 
основе языков Verilog, Verilog-A  и моделей схемотехнического уровня в рамках 
платформы Virtuoso САПР Cadence для разрабатываемых блоков системы на кристалле, 
а также разработка и верификация схемотехники цифровых и аналоговых блоков СнК ДУ,
схемотехники радиочастотных блоков СнК ДУ, ами радиоинтерфейса, 
маршрута и методики проектирования БИС СнК ДУ, комплекта конструкторской и
технологической документации, изготовлены макетные образцы БИС СнК ДУ. 

	2
	2010-ЭКБР-60-010-05
	Общество с ограниченной ответственностью «СибИс»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	7,5
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будут получены результаты теоретических и экспериментальных исследований по разработке технологии создания перспективных СнК ДУ с возможностью изменения конфигурации базовой схемы и изменения режимов работы конкретной конфигурации СнК ДУ по радиоканалу в процессе её функционирования, в том числе выбор и обоснование способа модуляции поднесущего колебания системы ДУ и оптимизация помехоустойчивости системы его детектирования; выбор программной модели помехоустойчивого декодера кода Хемминга и результаты ее моделирования; выбор и оптимизация системы цикловой синхронизации на основе применения шумоподобной последовательности Баркера; выбор алгоритма функционирования и структурной схемы помехоустойчивой системы тактовой синхронизации; оценка основных вероятностных характеристик работы системы СнК ДУ; будет разработана структурная схема базовой СнК ДУ, включающей в свой состав, в том числе, микропроцессор, встроенную память, цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи, приёмо-передатчик данных по радиоканалу, радиочастотный блок трансивера и необходимые периферийные устройства; разработан алгоритм реализации изменения конфигурации базовой СнК ДУ и программное обеспечение для его осуществления; топология базовой СнК ДУ в формате GDS II, проведено имитационное моделирование системного уровня, схемотехническое моделирование физического уровня, включая верификацию топологии кристалла СБИС с учетом паразитных эффектов с целью подтверждения эффективности выбранных архитектурно-микросхемотехнических  решений. Будет разработан технологический маршрут изготовления базовой СнК ДУ, изготовлены экспериментальные образцы СнК ДУ, разработана программа и методика исследований экспериментальных образцов СнК ДУ и исследованы их характеристики.

	3
	2010-ЭКБР-60-010-16
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт нанотехнологий»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	9,4
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будут получены результаты теоретических и экспериментальных исследований по разработке технологии создания перспективных СнК ДУ с возможностью изменения конфигурации базовой схемы и изменения режимов работы конкретной конфигурации СнК ДУ по радиоканалу в процессе её функционирования, (добавлено) включая алгоритм реализации изменения конфигурации базовой СнК ДУ и результаты выбора выбора ключевых параметров и входных проектных данных, разработан  перечень технических требований, предъявляемых к аппаратным и программным средствам СнК ДУ и исполнительных механизмов при реализации дистанционного управления, проект нормативно-технического документа (НТД) «Правила проектирования микромощных СнК ДУ со встроенным блоком телеметрии», алгоритм реализации изменения конфигурации базовой СнК ДУ и программное обеспечение для его осуществления. Будет разработана структурная схема базовой СнК ДУ, включающей в свой состав, в том числе, микропроцессор, встроенную память, цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи, приёмо-передатчик данных по радиоканалу и необходимые периферийные устройства, (добавлено) в том числе: коммутатор входных/выходных сигналов, блок обработки сигналов обратной связи, блок обработки сигналов внешних датчиков, блок регулировки параметров управляющих импульсов по обратной связи, блок принудительного ограничителя частоты импульсов, а также разработанные структурные схемы для различных типов конкретных применений;  разработана топология базовой СнК ДУ (файл топологического проекта в формате GDSII), технологический маршрут изготовления базовой СнК ДУ, изготовлены экспериментальные образцы СнК ДУ, разработана программа измерений кристаллов СнК ДУ на пластине, программа и методика исследований СнК ДУ и исследованы их характеристики.


	Лот № 8, шифр 2010-ЭКБР-60-011. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов (усилителей на мощных полевых транзисторах, выполненных на основе наноструктур)» 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 11,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-011-13 
	Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт микроэлектроники и информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и математики (технического университета)»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	11,0
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будет проведена разработка базовой технологии изготовления экспериментальных образцов современных наноструктур на основе арсенида галлия и его тройных соединений с модуляционным легированием донорами и акцепторами с плотностью электронов и подвижностью соответственно не менее величин 
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 см2/В.с.;  разработка базовой технологии изготовления экспериментальных образцов мощных полевых транзисторов, выполненных по топологическим нормам от 0,15 мкм с параметрами: выходная мощность не менее 0,9 Вт/мм; длина затвора 0,15 – 0,25 мкм; коэффициент усиления не менее 10 дБ на частоте 10 ГГц;  КПД не менее 40 %;
рабочее напряжение 7 – 10В; разработка базовой технологии изготовления экспериментальных образцов усилителей с параметрами: рабочий диапазон частот  9 – 10 ГГц; коэффициент усиления не менее 7 - 8 ДБ на один каскад; выходная мощность не менее 3,7 Вт; КПД не менее 30% во всей полосе рабочих частот.

	Лот № 9, шифр  2010-ЭКБР-60-012. «Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов (преобразователя частота-напряжение на основе эффекта Джозефсона)» 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: всего – 10,0  млн. рублей.



	1 
	2010-ЭКБР-60-012-07 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	9,0
	05. 2010- 15.11.2011
	В ходе выполнения работ будут разработаны стеки джозефсоновских переходов SNS типа на основе микроэлектронной технологии формирования сверхпроводниковых гетероструктур Nb/α-Si/Nb/α-Si/Nb и исследованы их характеристики в зависимости от толщины промежуточного Nb электрода; будет разработан преобразователь частота -напряжение  на основе цепочки из 1024 джозефсоновских стеков, работающий в диапазоне частот от 68 ГГц до 73 ГГц с максимальным воспроизводимым напряжением до 0,28 В.  Будет разработана технологическая карта на процесс формирования сверхпроводниковой джозефсоновской гетероструктуры Nb/α-Si/Nb/α-Si/Nb и маршрутная карта на технологию изготовления кристалла ПЧН с использованием технологического процесса формирования многослойной джозефсоновской гетероструктуры, изготовлены лабораторные экспериментальные образцы кристаллов ПЧН, а также макет ПЧН, собранный на специализированной плате не имеющей магнитных подслоев; разработана эскизная конструкторская документация на кристалл ПЧН, специализированную печатную плату и макет ПЧН на основе джозефсоновских стеков; методики измерений электрофизических характеристик джозефсоновских стеков, кристаллов ПЧН и макета ПЧН на основе джозефсоновских стеков, получены протоколы результатов исследований электрофизических характеристик сверхпроводниковой гетероструктуры, джозефсоновских стеков кристаллов ПЧН и макета ПЧН на основе джозефсоновских стеков.


Председатель конкурсной комиссии   _______________________ А.В. Журихин
                                                                                 Члены конкурсной комиссии:                        ___________   М.С. Абакшина 

                                                                           ___________    Т. А. Лебедева 
                                                                                 Секретарь

конкурсной комиссии:                                   ___________      Е.Н. Колесова 

                                                                              Заказчик:

                                                                                           Директор Департамента государственной

                                                                              нучно-технической и инновационной политики      

                                                                              Министерства образования и науки 

                                                                              Российской Федерации                                       ______________ А.В. Наумов                  
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